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서론1.

포토리소그래피 기술을 이용한 도체 반도체 및,

절연체 물질의 패턴화 기술은 그 기술적 완성도가

대단히 높아져 현재 이하의 극미세 선폭의50 nm

구현도 가능하게 되었다 이를 이용하여 최근[1].

산업계에서는 반도체 회로의 집적도를 극대화하

여 고용량 메모리 반도체를 개발하거나 로직 반도

체의 다기능화 및 성능의 향상을 도모하고 있다.

이와 같이 현재 산업계에서 금속 등의 패턴을 형성

하기 위해서는 대개 포토리소그래피 기술을 활용

해오고 있는데 이 기술은 상기 언급한 바와 같이,

현 시점에서 다양한 장점을 가지지만 이미 도포된,

물질을 깎아내는 에칭 공정을 동반하므로 필연적

으로 환경에 유해한 여러 물질들을 배출하게 된다

는 단점을 가진다 최근 전세계적인 산업의 녹색화.

바람에 힘입어 친환경 물질 및 공정의 개발이 하나

의 트렌드가 되고 있는데 본 연구에서 도입한 프린,

팅 공정은 이러한 공정의 친환경화 바람에 가장

잘 부합하는 기술의 하나라고 할 수 있다.

프린팅 공정은 도포하고자 하는 물질을 나노입

자의 형태로 다량 함유하는 잉크 또는 페이스트를

원하는 형상 그대로 기판에 도포하게 되므로 별도

의 에칭 공정을 요구하지 않아 환경에 유해한 물질

을 배출하지 않게 되므로 친환경적이라는 장점을

가진다 이 중 잉크젯 프린팅은 현재 사무용으로.

널리 사용중인 잉크젯 프린팅 기술을 회로 형성을

위해 그대로 적용한 것으로 컴퓨터 등의 디지털,

기기에서 설계한 도면을 별다른 추가공정 없이

그대로 기판에 형성할 수 있으므로 대단히 편리하

다는 장점이 있다 스크린 프린팅 및 그라비어 프린.

팅도 나노 잉크 또는 페이스트를 별도의 장치를

통해 원하는 형상으로 인쇄하게 되는 대표적인

인쇄 방법으로 이와 같은 나노잉크 프린팅 기술의,

개발을 위해서는 기본적으로 가지의 요소기술이3

필요한다 첫째로 대상 물질을 함유한 나노잉크.

제조를 위한 소재 개발 기술 두 번째로 나노잉크를,

원하는 위치에 원하는 형상으로 도포 하기 위한,

프린팅 공정 기술 그리고 마지막으로 이들이 기존,

공정으로 제조된 모듈 수준의 특성을 나타내는지

를 평가하기 위한 특성 평가 기술이 그것들이다.

본 연구에서는 이들 중 나노잉크 개발에 집중하여

연구수행결과를 발표하고자 하며 특별히 저온 공,

정으로 제조된 나노분말을 잉크화하여 인쇄ZnO

공정에 적용 후 테스트한 결과를 중심으로 보고하

고자 한다.

실험방법및결과2.

우선 나노입자를 제조하기 위한 를ZnO precursor

만들기 위하여 가 포함된 콜로이드 형태의 약품Zn

을 선정하여 유기 용매에 상온에서 용해하여 유기

용액을 제조하였다 이러한 유기물로는 아세테이.

트 아세틸아세토네이트(acetate), (acetylacetonate)

또는 옥살레이트 중 선택할 수 있는데 본(oxalate) ,

연구에서는 아세테이트를 선정하여 제조하였다.

이를 메탄올 또는 아세톤에 용해시키고 적절한,

첨가제를 추가한 후 건조과정을 거쳐 ZnO precursor

를 완성하였다 이러한 를 열처리하여. precursor

나노분말을 제조하였으며 열처리에 필요한ZnO ,

온도를 선정하기 위하여 TGA (Thermo-Gravimetric

및Analysis) DTA (Differential Thermal Analysis)

분석을 실시하였다 열분석 조건은 에서. 25 700℃ ℃

구간을 분당 의 승온 속도로 설정 하였다5 .℃

그림 에 열분석 결과를 나타내1 ZnO precursor

었는데 이를 통해 약 부근에서 에, 290 precursor℃

함유된 유기 화합물의 분해가 완료된 것을 알 수

있다 따라서 유기 화합물 배출을 위하여 기존 전통.

박막트랜지스터제작을위한 나노잉크합성ZnO
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적인 공정에서 실시해온 이상 온도에서의600℃

열처리 공정은 더 이상 의미가 없을 것으로 판단할

수 있지만 열처리 온도에 따라 최종 나노분말의,

입도 등과 같은 물리적 특성과 전자소재로써의

전자적 특성은 달라질 수 있으므로 이에 대한 추가

연구가 필요하다 분석 결과를 바탕으로. TG/DTA

나노입자 제조를 위한 열처리 온도를 이상에300℃

서 실시하였으며 열처리 온도에 따른 나노입자의,

입도 거동을 살펴보기 위하여 Brunauer, Emmett

표면적 분석기를 이용하여 나노입& Teller (BET)

자의 비표면적을 측정하였다.

Fig. 1 TG/DTA analysis graph of ZnO precursor.

Fig. 2 TEM image of fabricated ZnO nanoparticle.

제조된 나노분말은 적절한 분산과정을 거ZnO

쳐잉크화공정을거치게되고 이때 사용될프린팅,

공정 및 제품의 사용 용도에 따라 잉크의 점도,

고형물 함유량 및 바인더의 유무 등을 결정하게

된다 그림 의. 2 TEM (Transmission Electron

사진에서도 알 수 있듯이 나노분말의Microscope)

잉크화를 위해서는 우선 분산이 가장 중요한데,

본 연구에서는 에틸렌 글리콜 과(ethylene glycol)

에탄올을 적정 비율로 혼합하여 잉크 용매로 사용

하고 적정 분산제를 첨가하여 분산을 실시하였다, .

분산제 종류 함량 및 분산 방법에 따라서도 분산,

특성이 크게 달라지므로 본 연구에서는 사전 연구

를 통하여최적 조성 및합성 조건을 미리선정하여

반영하였다 제조된 잉크의 인쇄성 및 전자적. ZnO

특성 평가 결과는 학회 발표장에서 보고할 예정이

다.

결론3.

나노잉크 개발을 통한 기술이Printed Electronics

크게 주목을 받으면서 다양한 분야로 그 적용 가능

성을 넓히고 있다 이는 나노분말만 제조될 수 있으.

면 적용이 어려운 분야가 사실상 없기 때문인데,

이 때문에 나노분말 또는 나노잉크 등의 소재 기술

이 더욱 각광을 받고 있다 특별히 본 연구에서는.

나노분말을 제조하여 이를ZnO Printed Electronics

에 적용하기 위하여 나노잉크화 즉 용액화 하였고, ,

이의 인쇄 특성 및 디스플레이반도체 소자에 적용/

하기 위한 전자적 특성을 살펴보고자 하였다 결론.

적으로 이하에서의 저온합성 공정을300 ZnO℃

성공적으로 개발 하였으며 이의 전자적 성능을,

평가하여 최종적으로 실제 소자 제조에의 적용

가능성을 확인할 수 있었다.
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